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Verfahren zum Herstellen von Halbleitervorrichtungen, die 3%
Metallisierungen (36, 38, 40) mit peripheren Abschnitten auf- T
weisen, wobei mindestens eine unterliegende Schicht (20,
24) Randbereiche aufweist, die sich den peripheren Ab- 38
schnitten zugewandt erstrecken, auf: a0
— Bereitstellen einer Opferschicht (26) zum Bedecken der
Randbereiche der unterliegenden Schicht (20, 24), \ \ ; BV
— Bereitstellen der Metallisierungen (36, 38, 40), wahrend die

Randbereiche der unterliegenden Schicht (20, 24) von der / i
Opferschicht (26) bedeckt sind, und
— Entfernen der Opferschicht (26), so dass die Randberei- »

che der unterliegenden Schicht (20, 24) sich den periphe-
ren Abschnitten ohne eine Kontaktgrenzflache dazwischen
zugewandt erstrecken, wodurch thermomechanische Belas- r—l ’_‘
tungen vermieden werden.
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Beschreibung

[0001] Die Beschreibung bezieht sich auf die Her-
stellung von Halbleitervorrichtungen. Eine oder meh-
rere Ausfihrungsformen kénnen beispielsweise fur
die Reduzierung von thermomechanischer Belastung
in integrierten Schaltungen, beispielsweise fur Auto-
mobil- und Verbraucherprodukte, angewendet wer-
den.

[0002] Verschiedene Typen von integrierten Schal-
tungen (IC) kénnen Technologien wie beispielsweise
BCD (Bipolare CMOS-DMOS) Technologie verwen-
den. BCD-Technologie kann beispielsweise vorteil-
haft zur Herstellung von integrierten Schaltungen ver-
wendet werden, die sowohl Leistungselektronik als
auch Logikelektronik aufweisen. BCD-Technologie
schafft eine Familie von Siliziumprozessen, von de-
nen jeder die Starken der drei unterschiedlichen Pro-
zesstechnologien auf einem einzelnen Chip kombi-
niert: Bipolar fiur prézise analoge Funktionen, CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) fiir di-
gitale Konstruktion und DMOS (Double Diffused Me-
tal Oxide Semiconductor) fir Leistungs- und Hoch-
spannungselemente.

[0003] Die Implementierung von BCD-Technologie
kann Deckschicht-Kupfermetall-Verbindungen, be-
zeichnet als RDL (Re-Distribution Layer), umfassen.
Die Resistenz von Passivierungs- und Zwischeniso-
lierschichten gegeniber Problemen mit der Zuver-
lassigkeit, wie beispielsweise durch thermoelastische
Kopplung und Belastungen wahrend Drahtbonding-
und Einhausungsprozessen verursacht, kann einen
Faktor darstellen, auf den geachtet werden muss.

[0004] Bei der Herstellung von integrierten Schal-
tungen kann Siliziumnitrid (SiN) oder Siliziumkarbid
(SiC) verwendet werden, um eine Passivierungs-
schicht fir Mikrochips bereitzustellen, beispielsweise
um eine Barriere gegen Wassermolekile und ande-
re Quellen von Korrosion und Instabilitat in der Mikro-
elektronik zu schaffen.

[0005] In strukturellen Ecken von Metallisierungen,
wie beispielsweise Cu(Kupfer)-RDL-Deckschichtme-
tallisierungen, koénnen Belastungen aufgrund von
thermomechanischer Nicht-Ubereinstimmung  zwi-
schen unterschiedlichen Materialien, beispielsweise
Barriereschicht (TiW, Ta, TaNta), Metallisierungskap-
penschicht (Ni-Pd, Ni-Pd-Au, Ni-Au), Passivierungs-
schicht (SiN, SiC) Tripelpunkt auftreten.

[0006] Eine Aufgabe einer oder mehrerer Ausflih-
rungsformen ist der Beitrag zur Uberwindung der vor-
stehend erwahnten kritischen Punkte, beispielsweise
Passivierungsbelastung in der oberen Oberflache der
Passivierungsschicht am Rand (beispielsweise an ei-
ner Ecke) einer Cu-RDL-Struktur.
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[0007] Gemal einer oder mehreren Ausflihrungsfor-
men kann diese Aufgabe mittels eines Verfahrens
mit den in den anliegenden Anspriichen dargelegten
Merkmalen geldst werden.

[0008] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen kon-
nen sich auch auf eine entsprechende Vorrichtung
beziehen.

[0009] Die Anspriiche sind ein fester Bestandteil der
technischen Offenbarung einer oder mehrerer Aus-
fuhrungsformen, wie hierin dargelegt.

[0010] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen kon-
nen zur Reduzierung von SiN-Passivierungsbelas-
tung durch Vermeiden eines ,Tripelpunkts” fih-
ren, beispielsweise durch Entkoppeln einer Kappen-
barriere(beispielsweise Nickel TiW)-Grenzflache von
der oberen Passivierungsoberflache (beispielsweise
SiN, SiC).

[0011] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen kon-
nen eine Modifizierung beispielsweise eines Cu RDL-
Prozessablaufes beinhalten, der das Hinzufligen ei-
ner Opferisolierschicht zum Bilden einer Liicke zwi-
schen Passivierung und beispielsweise Nickel be-
inhaltet.

[0012] In einer oder mehreren Ausfihrungsformen
kann eine verbesserte Robustheit der Passivierung
mittels eines Prozessablaufes erlangt werden, der
das vollstandige Bedecken von Kupfer (Cu) durch Ni-
ckel (Ni) beinhalten kann, um eine Kupfermigration
ohne Veranderungen von Materialien und in Bezie-
hung stehenden Grenzflachen zu verhindern.

[0013] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen kon-
nen eine Doppelbarriereschicht (beispielsweise TiW)
aufweisen, die dazu ausgebildet ist, Nickel und Pas-
sivierung zu entkoppeln, indem die Anwesenheit ei-
nes ,Tripelpunktes” vermieden wird, der flr kritische
Belastung der Passivierung verantwortlich ist.

[0014] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen kon-
nen eine Doppelkupferbarriereabscheidung, einen
Spalt zwischen Nickel und Passivierung, ohne Auf-
wachsen von Nickel auf einer Kupferbarriere in Kon-
takt mit der Passivierung beinhalten.

[0015] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen kon-
nen auf eine TiW-Ni-SiN-Passivierungsgrenzflache
verzichten, mit einem vollstandig eingekapselten
Kupfer, beispielsweise in TiW und Ni (zur Vermei-
dung von Kupfermigration und Korrosion), und ohne
Unterschnitte unter der letzten Barriereatzung.

[0016] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen wer-
den jetzt rein beispielhaft mit Bezugnahme auf die
beiliegenden Zeichnungen beschrieben. In denen
zeigen:
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[0017] Fig. 1 bis Fig. 15 Beispiele fiur mdgliche
Schritte in einer oder mehreren Ausfihrungsformen,

[0018] Fig. 16 bis Fig. 22 Beispiele fir mogliche Mo-
difizierungen der Schritte aus Fig. 9 bis Fig. 13 in ei-
ner oder mehreren Ausfihrungsformen.

[0019] Es wird zu verstehen sein, dass die Zeichnun-
gen der Klarheit der Darstellung bestimmter Merkma-
le (z. B. Schichtdicken) halber mdéglicherweise nicht
im gleichen Mal3stab gezeichnet sind.

[0020] In der folgenden Beschreibung werden eine
oder mehrere spezielle Einzelheiten mit dem Ziel dar-
gestellt, ein tieferes Verstédndnis der beispielhaften
Ausfuihrungsformen zu schaffen. Die Ausflhrungsfor-
men kdnnen ohne eine oder mehrere der speziel-
len Einzelheiten oder mit anderen Verfahren, Kom-
ponenten, Materialien usw. erlangt werden. In ande-
ren Féllen sind bekannte Strukturen, Materialien oder
Vorgénge nicht im Detail dargestellt oder beschrie-
ben, um bestimmte Aspekte von Ausfiihrungsformen
nicht zu Uberdeckenen.

[0021] Die Bezugnahme auf ,eine Ausfiihrungsform”
im Rahmen der vorliegenden Beschreibung soll dar-
auf hinweisen, dass eine bestimmte im Bezug zu der
Ausfuihrungsform beschriebene Konfiguration, Struk-
tur oder Eigenschaft in mindestens einer Ausflh-
rungsform enthalten ist. Somit beziehen sich Ausdru-
cke wie z. B. ,in einer Ausfiihrungsform”, die in ei-
nem oder mehreren Punkten der vorliegenden Be-
schreibung vorkommen kdnnen, nicht notwendiger-
weise auf ein und dieselbe Ausflihrungsform. Auler-
dem koénnen bestimmte Konfigurationen, Strukturen
oder Eigenschaften auf jegliche adaquate Weise in
einer oder mehreren Ausfihrungsformen kombiniert
werden.

[0022] Die hierin verwendeten Bezugszeichen sind
nur zum besseren Verstandnis vorgesehen und de-
finieren somit nicht den Schutz- oder Offenbarungs-
umfang der Ausfihrungsformen.

[0023] Die Reduzierung der Belastung in Halbleiter-
vorrichtungen wie beispielsweise integrierten Schal-
tungen (IC) stellt einen umfangreichen Bereich tech-
nischer Forschung dar.

[0024] Dokument US 8 476 762 B1 ist ein Beispiel
fur diesbezligliche Aktivitdten. Dieses Dokument of-
fenbart ein Verfahren zum Herstellen einer Pb-frei-
en Controlled Collapse Chip Verbindung (C4) mit ei-
ner Ball Limiting Metallurgy (BLM) Struktur fir Halb-
leiterchipgehause zur Reduzierung von Briichen auf
Chipebene wahrend der Back End Of Line (BEOL)
Prozesse des Abklhlens der Chipverbindungen. Ein
Rand der BLM-Struktur, die wahrend des Abkulh-
lens der Chipverbindungen einer Zugbelastung aus-
gesetzt ist, wird durch eine elektroplattierte Barriere-
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schicht, die einen entsprechenden Rand der Metall-
saatschicht bedeckt, vor dem Unterschnitt einer Me-
tallsaatschicht geschitzt, der durch Nasséatzen des
Chips, um Metallschichten von der Oberflache des
Chips zu entfernen, und Reflow-Léten bewirkt wird.

[0025] Fig. 1-Fig. 5 sind Beispiele fur mogliche
Schritte in einem RDL (Re-Distribution Layer) Pro-
zess.

[0026] In einer oder mehreren Ausfihrungsformen
koénnen die in Fig. 1 bis Fig. 5 beispielhaft dargestell-
ten Schritte aufweisen:
— Cu-chemisches mechanisches Polieren (Cu
CMP) eines dielektrischen Substrats 10, wobei
elektrisch leitfahige (beispielsweise Kupfer) Aus-
bildungen 12 in einer dielektrischen Lo&taugen
(beispielsweise SiN)-Schicht 14 vorgesehen sind
(Fig. 1);
— Abscheiden einer ,Kappen”-Nitridschicht 16, ei-
ner dielektrischen Zwischenschicht 18 und einer
Passivierungsschicht 20, beispielsweise SiN, SiC
(Fig. 2);
— Atzen von Durchgangsléchern 22 durch die Pas-
sivierungsschicht 20 und die dielektrische Zwi-
schenschicht 18, die auf die Nitridkappenschicht
16 (nach unten) auftrifft (Fig. 3).

[0027] Fig. 4 ist ein Beispiel flir einen ,Decken’-
Offnungsschritt der Kappenschicht 16, der bewirkt,
dass die Durchgangslocher 22 auf den leitfahigen
Ausbildungen 12 (beispielsweise Kupfer) auftreffen,
beispielsweise mit einer Breite/einem Abstand der
Durchgangslécher von beispielsweise circa 3 Mikro-
meter (3 x 1078 m).

[0028] Fig. 5 ist ein Beispiel fur die Bildung einer
TiW-Barriere 24 mit einer Dicke von beispielsweise
circa 100 nm (100 x 10° m) auf der oberen Oberfla-
che der Struktur gemaf Fig. 4, gefolgt von (Fig. 6)
der Abscheidung einer — mindestens teilweise Opfer
— dielektrischen (beispielsweise SiN) Schicht 26 mit
einer Dicke von beispielsweise circa 100 nm (100 x
10° m).

[0029] Fig. 7 ist ein Beispiel fur das Vorsehen einer
dielektrischen RDL-Maske 28, die den Bereich unbe-
deckt lasst, wo die Durchgangsldcher 22 vorgesehen
sind, gefolgt von (Fig. 8) einer Nitridatzung, wobei ein
ungeéatztes Dielektrikum 26 (nur) unter der Maske 28
verbleibt.

[0030] Fig. 9 ist ein Beispiel fiir einen Schritt, in dem
nach dem Entfernen (,Strippen”) der Maske 28 eine
zweite Barriereschicht 30 (beispielsweise TiN-TiW,
TiW) von beispielsweise circa 200 nm (200 x 10-° m)
gebildet wird, gefolgt von der Abscheidung beispiels-
weise einer Kupfer-,Saat’-Schicht 32 von beispiels-
weise circa 200 nm (200 x 10° m).
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[0031] Es wird zu verstehen sein, dass aufgrund der
Anwesenheit des ungeatzten Nitrids 26, das unter der
Maske 28 verbleibt, beide Schichten 30 und 32 bei
300 eine stufenférmige Ausbildung aufweisen.

[0032] Fig. 10 ist ein Beispiel fir das Vorsehen ei-
ner weiteren Cu-RDL-Maske 34, die den Bereich, in
dem die Durchgangslécher 22 vorgesehen sind, un-
bedeckt lasst, indem die stufenférmige Ausbildung
300 auch unbedeckt bleibt.

[0033] In einer oder mehreren Ausfihrungsformen
kann die Maske 34 seitlich versetzt (zurlickgesetzt)
platziert werden, beispielsweise circa 1 Mikrometer
(1 x 10° m) beziiglich der Ausbildung 300.

[0034] Fig. 11 ist ein Beispiel fir die Bildung einer
Metallisierung 36, beispielsweise Cu RDL, ber den
Durchgangsléchern 22. In einer oder mehreren Aus-
fihrungsformen kann die Metallisierung 36 eine Di-
cke von beispielsweise circa 10 Mikrometer haben
(10 x 10® m). In einer oder mehreren Ausflihrungs-
formen kann die Metallisierung 36 durch elektroche-
mische Abscheidung (ECD) gebildet werden.

[0035] Fig. 12 ist ein Beispiel fiir einen Schritt, in
dem nach dem Entfernen (,Strippen”) der Maske 34
die zweite Barriereschicht 30 (beispielsweise TiN-
TiW, TiW) und die Kupfer-,Saat’-Schicht 32 (bei-
spielsweise mittels eines Nassatzprozesses) von der
gesamten Oberflache, die von der Metallisolierung 36
unbedeckt bleibt, entfernt werden.

[0036] Es wird zu verstehen sein, dass aufgrund der
Anwesenheit der stufenférmigen Ausbildung bei 300
die TiW-Schicht 30 am Rand der Metallisierung 36
durch das (bis dahin) ungeatzte Dielektrikum 26 in ei-
nem Abstand von der TiW-Barriere 24 gehalten wird.

[0037] Fig. 13 ist ein Beispiel fir die Abscheidung
einer kombinierten Kappenschicht 38, 40 (beispiels-
weise Ni-Pd, Ni-Pd-Au, Ni-Au) auf der dul3eren Ober-
flache der Metallisierung 36.

[0038] In einer oder mehreren Ausflihrungsformen
kann die Kappenschicht 38, 40 eine Dicke von bei-
spielsweise etwa 2 Mikrometer (2 x 10 m) haben.

[0039] Es wird wieder zu verstehen sein, dass die
Kappenschicht 38, 40 auf der duRReren Oberflache
der Metallisierung 36 durch die Anwesenheit des un-
geatzten Nitrids 26 in einem Abstand von der ersten
Barriereschicht 24 gehalten wird.

[0040] Fig. 14 ist ein Beispiel fur das Entfernen (bei-
spielsweise durch Atzen) des Nitrids 26 und das még-
liche Entfernen (beispielsweise durch Atzen) der ers-
ten Barriere 24, die sich Uber den Rand der Metalli-
sierung 36 hinaus erstreckt (Fig. 15).
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[0041] Fig. 14 und Fig. 15 zeigen auf, dass der
hierin beispielhaft dargestellte Prozess und vor allem
die Bereitstellung der dielektrischen Opferschicht 26
es moglich machen, die Bildung einer Barrierekap-
penpassivierungsgrenzflache am Rand der Metalli-
sierung 36 zu verhindern, die die Quelle einer ho-
hen thermomechanischen Belastung mit den im Ein-
leitungsteil dieser Beschreibung erlauterten daraus
entstehenden Nachteilen sein kann.

[0042] In einer oder mehreren Ausflihrungsformen,
wie hierin beschrieben, kann die zweite Barriere-
schicht 30 mit der Kappenschicht 38 in Kontakt sein,
um die Metallisierung 36 einzukapseln.

[0043] Fig. 16 bis Fig. 22 sind Beispiele fur Ausfih-
rungsformen, in denen die TiN-TiW-Abscheidung ge-
mal Fig. 9, die zur Bildung der Schicht 30 flihrt (bei-
spielsweise mit einer Gesamtdicke von etwa 200 nm,
namlich 200 x 10° m), die Abscheidung einer TiW-
Schicht 30 (beispielsweise mit einer Dicke von circa
200 nm, namlich 200 x 10~° m) plus einer TiN-Schicht
30a (beispielsweise mit einer Dicke von circa 10 nm,
namlich 10 x 10° m) auf der ,inneren” Oberflache der
Schicht 30, d. h. der Oberflache der Schicht 30, die
der ersten Barriere 24 (und der dielektrischen Schicht
26) zugewandt ist, aufweisen kann.

[0044] Die anderen in Fig. 16 bis Fig. 22 beispielhaft
dargestellten Prozessschritte kbnnen ansonsten als
im Wesentlichen den in Fig. 9 bis Fig. 15 beispiel-
haft dargestellten Prozessschritten entsprechend be-
trachtet werden, nédmlich:
— Abscheiden einer
(Fig. 16);
—Bereitstellen der weiteren Cu RDL-Maske 34, die
den Bereich unbedeckt lasst, in dem die Durch-
gangslécher 22 vorgesehen sind, indem die stu-
fenférmige Ausbildung 300 auch unbedeckt gelas-
sen wird (Fig. 17);
—Bildung der Metallisierung 36, beispielsweise Cu
RDL, Uber den Durchgangsléchern 22 (Fig. 18);
— Entfernen (,Strippen”) der Maske 34, Entfer-
nen der zweiten Barriereschicht 30 (beispielswei-
se TiN-TiW) und der Cu ,Saat” Schicht 32 von der
Oberflache, die von der Metallisierung 36 unbe-
deckt gelassen wird (Fig. 19);
— Abscheiden einer kombinierten Kappenschicht
38, 40 (beispielsweise Ni-Pd, Ni-Pd-Au, Ni-Au)
auf der aulleren Oberflache der Metallisierung 36
(Fig. 20);
— Entfernen des Dielektrikums 26 und mogliches
Entfernen der ersten Barriere 24 (beispielswei-
se durch TiW-selektives Atzen auf Tin), die sich
Uber den Rand der Metallisierung 36 (Fig. 21 und
Fig. 22) hinaus erstreckt.

Cu-,Saat’-Schicht 32

[0045] Fig. 21 und Fig. 22 zeigen auf, dass der hier-
in beispielhaft beschriebene Prozess und vor allem
die Bereitstellung der dielektrischen Opferschicht 26
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es moglich machen, die Bildung einer Barrierekap-
penpassivierungsgrenzflaiche am Rand der Metalli-
sierung 36 zu verhindern.

[0046] Wieder verhindert dies die mégliche Bildung
einer hohen thermomechanischen Belastung mit den
entsprechenden Nachteilen, wie im Einleitungsteil
dieser Beschreibung erlautert.

[0047] In einer oder mehreren Ausfuhrungsformen,
wie in Fig. 16 bis Fig. 22 beispielhaft dargestellt, kann
die TiN-Schicht 30a moéglicherweise an der Kappen-
schicht 38 anliegen, um die Metallisierung 36 (mit der
TiW-Schicht 30 an deren unterer Oberflache) einzu-
kapseln.

[0048] Ansonsten wird zu verstehen sein, dass die
spezielle Materialauswahl, wie vorstehend beispiel-
haft dargelegt, vor allem in Zusammenhang mit
bestimmten Prozessausflihrungsformen steht, bei-
spielsweise in Verbindung mit dem RDL-Prozess. Ei-
ne oder mehrere Ausfihrungsformen kénnen unter-
schiedliche Implementierungsoptionen, beispielswei-
se unterschiedliche Materialwahl und oder Schichtdi-
cken, vorgeben.

[0049] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen kén-
nen somit ein Verfahren zum Herstellen von Halb-
leitervorrichtungen bereitstellen, die Metallisierungen
(beispielsweise 36, 38, 40) mit peripheren Abschnit-
ten aufweisen, wobei mindestens eine unterliegen-
de Schicht (beispielsweise 20, 24) Randbereiche auf-
weist, die sich den peripheren Abschnitten zuge-
wandt erstrecken.

[0050] In einer oder mehreren Ausflihrungsformen
kann das Verfahren aufweisen:
— Bereitstellen einer Opferschicht (beispielsweise
26) zum Bedecken der Randbereiche der mindes-
tens einen unterliegenden Schicht,
— Bereitstellen der Metallisierung, wahrend die
Randbereiche der mindestens einen unterliegen-
den Schicht von der Opferschicht bedeckt sind,
und
— Entfernen der Opferschicht, wodurch sich die
Randbereiche der mindestens einen unterliegen-
den Schicht den peripheren Abschnitten ohne ei-
ne Kontaktgrenzflache dazwischen zugewandt er-
strecken.

[0051] In einer oder mehreren Ausflihrungsformen
kénnen die Metallisierungen aufweisen:
— einen Metallisierungskérper (beispielsweise 36),
der vorzugsweise auch Kupfer aufweist, und
— eine aulere Oberflachenbeschichtung oder
.Kappe” (beispielsweise 38, 40) des Kdrpers, wo-
bei die Beschichtung vorzugsweise mindestens
eine einer Nickelschicht und einer Palladium-
schicht aufweist, wobei sich die Randbereiche oh-
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ne eine Kontaktgrenzflache mit sowohl dem Me-
tallisierungskorper als auch der aufReren Ober-
flachenbeschichtung den peripheren Abschnitten
zugewandt erstrecken.

[0052] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen kon-
nen das Bereitstellen einer Barriereschicht (beispiels-
weise 30, 30a) aufweisen, die vorzugsweise TiN und
TiW aufweist, unter dem Metallisierungskorper (36)
liegt und an der &ufReren Oberflachenbeschichtung
anliegt, um den Metallisierungskérper vollstadndig zu
bedecken, wobei die Barriereschicht (beispielswei-
se 30, 30a) vorgesehen wird (siehe beispielsweise
Fig. 19 und Fig. 16), wahrend die Randbereiche
der mindestens einen unterliegenden Schicht von der
Opferschicht bedeckt sind.

[0053] Eine oder mehrere Ausfiuihrungsformen kon-
nen das Bereitstellen der mindestens einen unterlie-
genden Schicht als eine Passivierungsschicht (bei-
spielsweise 20) aufweisen, auf der vorzugsweise
eine entsprechende Barriereschicht (beispielsweise
24) vorgesehen ist.

[0054] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen kon-
nen das Bereitstellen der entsprechenden Barriere-
schicht auf der Passivierungsschicht als eine Schicht
aufweisen, die sich unter dem Metallisierungskor-
per erstreckt, wobei die Opferschicht vorgesehen
ist, um die entsprechende Barriereschicht an den
Randbereichen der mindestens einen unterliegenden
Schicht zu bedecken (siehe beispielsweise Fig. 12
und Fig. 19).

[0055] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen kén-
nen das Entfernen der entsprechenden Barriere-
schicht von der Passivierungsschicht an anderen
Stellen als den Randbereichen aufweisen (vergleiche
beispielsweise Fig. 15 und Fig. 22).

[0056] In einer oder mehreren Ausflihrungsformen:
— kann die Passivierungsschicht eine Nitridpassi-
vierungsschicht aufweisen und/oder
— kann die entsprechende Barriereschicht (24) ei-
ne TiW-Barriere aufweisen.

[0057] In einer oder mehreren Ausfihrungsformen
kann die Opferschicht (beispielsweise 26) Siliziumni-
trid aufweisen.

[0058] In einer oder mehreren Ausfihrungsformen
kénnen die Metallisierungen Cu-RDL-Metallisierun-
gen aufweisen.

[0059] Eine oder mehrere Ausfiihrungsformen kon-
nen eine Halbleitervorrichtung mit Metallisierungen
mit peripheren Abschnitten bereitstellen, wobei min-
destens eine unterliegende Schicht Randbereiche
hat, diese sich den peripheren Abschnitten zuge-
wandt erstrecken, wobei sich die Randbereiche der
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mindestens einen unterliegenden Schicht den pe-
ripheren Abschnitten ohne eine Kontaktgrenzflache
dazwischen zugewandt erstrecken.

[0060] Unbeschadet der zugrundeliegenden Prinzi-
pien kénnen die Einzelheiten und Ausflhrungsfor-
men bezuglich der Darstellungen hierin, die rein als
nicht beschréankende Beispiele dienen, — sogar we-
sentlich — variieren, ohne dadurch vom Schutzum-
fang abzuweichen.

[0061] Der Schutzumfang ist durch die anliegenden
Anspriiche bestimmt.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen von Halbleitervor-
richtungen, die Metallisierungen (36, 38, 40) mit pe-
ripheren Abschnitten aufweisen, wobei mindestens
eine unterliegende Schicht (20, 24) Randbereiche
aufweist, die sich den peripheren Abschnitten zuge-
wandt erstrecken, wobei das Verfahren aufweist:

— Bereitstellen einer Opferschicht (26) zum Bedecken
der Randbereiche der mindestens einen unterliegen-
den Schicht (20, 24),

— Bereitstellen der Metallisierungen, (36, 38, 40) wah-
rend die Randbereiche der mindestens einen unter-
liegenden Schicht (20, 24) von der Opferschicht (26)
bedeckt sind, und

— Entfernen der Opferschicht (26), wodurch sich die
Randbereiche der mindestens einen unterliegenden
Schicht (20, 24) den peripheren Abschnitten ohne
eine Kontaktgrenzflaiche dazwischen zugewandt er-
strecken.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Metalli-
sierungen (36, 38, 40) aufweisen:
— einen Metallisierungskérper (36), der vorzugsweise
Kupfer aufweist, und
— eine aulere Oberflachenbeschichtung (38, 40) des
Korpers (36), wobei die Beschichtung vorzugsweise
mindestens eine einer Nickelschicht (38) und einer
Palladiumschicht (40) aufweist, wobei sich die Rand-
bereiche ohne eine Kontaktgrenzflache mit sowonhl
dem Metallisierungskoérper (36) als auch der aulie-
ren Oberflachenbeschichtung (38, 40) den periphe-
ren Abschnitten zugewandt erstrecken.

3. Verfahren nach Anspruch 2, das das Bereitstel-
len einer Barriereschicht (30, 30a) aufweist, die vor-
zugsweise TiN und TiW aufweist, unter dem Metalli-
sierungskorper (36) liegt und an der duferen Ober-
flachenbeschichtung (38, 40) anliegt, um den Metal-
lisierungskorper (36) vollstandig zu bedecken, wobei
die Barriereschicht (30, 30a) vorgesehen wird, wah-
rend die Randbereiche der mindestens einen unter-
liegenden Schicht (20, 24) von der Opferschicht (26)
bedeckt sind.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriche, das das Bereitstellen der mindestens ei-
nen unterliegenden Schicht als eine Passivierungs-
schicht (20) aufweist, auf der vorzugsweise eine ent-
sprechende Barriereschicht (24) vorgesehen ist.

5. Verfahren nach Anspruch 4, das das Bereitstel-
len der entsprechenden Barriereschicht (24) auf der
Passivierungsschicht (20) als eine Schicht, die sich
unter dem Metallisierungskoérper (36) erstreckt, auf-
weist, wobei die Opferschicht (26) vorgesehen wird,
um die entsprechende Barriereschicht (24) an den
Randbereichen der mindestens einen unterliegenden
Schicht (20, 24) zu bedecken.

2017.08.03

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder Anspruch
5, das das Entfernen der entsprechenden Barriere-
schicht (24) von der Passivierungsschicht (20) an an-
deren Stellen als den Randbereiche aufweist.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6,
wobei:
— die Passivierungsschicht eine dielektrische Passi-
vierungsschicht (20) aufweist und/oder
— die entsprechende Barriereschicht (24) eine TiW-
Barriere aufweist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriche, wobei die Opferschicht (26) Siliziumnitrid
aufweist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriche, wobei die Metallisierungen (36, 38, 40) Cu-
RDL-Metallisierungen aufweisen.

10. Halbleitervorrichtung, die Metallisierungen (36,
38, 40) mit peripheren Abschnitten aufweist, wo-
bei mindestens eine unterliegende Schicht (20, 24)
Randbereiche aufweist, die sich den peripheren
Abschnitten zugewandt erstrecken, wobei sich die
Randbereiche der mindestens einen unterliegenden
Schicht (20, 24) den peripheren Abschnitten ohne
eine Kontaktgrenzflache dazwischen zugewandt er-
strecken.

Es folgen 19 Seiten Zeichnungen
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